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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　塩素を０．００５～１０質量％の範囲にて含有する、塩素を除いた総量中の酸化マグネ
シウム純度が９９．８質量％以上で、かつＢＥＴ比表面積が０．１～３０ｍ2／ｇの範囲
にある塩素含有酸化マグネシウム粉末である、波長２３０～２６０ｎｍの範囲にピークを
有する紫外光を放出する蛍光体。
【請求項２】
　Ｘｅガスのガス放電により生成する紫外光により励起されると波長２３０～２６０ｎｍ
の範囲にピークを有する紫外光を放出する請求項１に記載の蛍光体。
【請求項３】
　塩素含有酸化マグネシウム粉末の塩素含有量が０．０１～１０質量％の範囲にある請求
項１に記載の蛍光体。
【請求項４】
　塩素含有酸化マグネシウム粉末の酸化マグネシウム純度が９９．９質量％以上である請
求項１に記載の蛍光体。
【請求項５】
　塩素含有酸化マグネシウム粉末のＢＥＴ比表面積が０．２～１２ｍ2／ｇの範囲にある
請求項１に記載の蛍光体。
【請求項６】
　塩素を０．４９～１０質量％の範囲にて含有する、塩素を除いた総量中の酸化マグネシ



(2) JP 5602811 B2 2014.10.8

10

20

30

40

50

ウム純度が９９．８質量％以上で、かつＢＥＴ比表面積が０．１～３０ｍ2／ｇの範囲に
ある塩素含有酸化マグネシウム粉末。
【請求項７】
　酸化マグネシウム純度が９９．９質量％以上である請求項６に記載の塩素含有酸化マグ
ネシウム粉末。
【請求項８】
　ＢＥＴ比表面積が０．２～１２ｍ2／ｇの範囲にある請求項６に記載の塩素含有酸化マ
グネシウム粉末。
【請求項９】
　酸化マグネシウム純度が９９．９５質量％以上で、ＢＥＴ比表面積が５～１５０ｍ2／
ｇの範囲にある酸化マグネシウム原料粉末、又は焼成によって該酸化マグネシウム原料粉
末を生成する、塩化マグネシウム粉末以外のマグネシウム化合物粉末を、塩素源の存在下
、もしくは塩素含有気体の雰囲気下に、蓋をした坩堝内にて８５０℃以上の温度で焼成す
ることを特徴とする塩素を０．００５～１０質量％の範囲にて含有する、塩素を除いた総
量中の酸化マグネシウム純度が９９．８質量％以上で、かつＢＥＴ比表面積が０．１～３
０ｍ2／ｇの範囲にある塩素含有酸化マグネシウム粉末の製造方法。
【請求項１０】
　酸化マグネシウム原料粉末が、気相合成酸化法により製造された酸化マグネシウム粉末
である請求項９に記載の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、塩素を含有する酸化マグネシウム粉末に関する。
【背景技術】
【０００２】
　交流型プラズマディスプレイパネル（以下、ＡＣ型ＰＤＰともいう）は、一般に、画像
表示面となる前面板と、放電ガスが充填された放電空間を挟んで対向配置された背面板と
からなる。前面板は、前面ガラス基板、前面ガラス基板の上に形成された一対の放電電極
、放電電極を被覆するように形成された誘電体層、そして誘電体層の表面に形成された誘
電体保護層からなる。背面板は、背面ガラス基板、背面ガラス基板の上に形成されたアド
レス電極、背面ガラス基板とアドレス電極とを被覆するように形成された、放電空間を区
画するための隔壁、そして隔壁の表面に形成された赤、緑、青の蛍光体層からなる。
【０００３】
　放電ガスとしては、一般にＸｅ（キセノン）とＮｅ（ネオン）との混合ガスが利用され
ている。この混合ガスでは、Ｘｅが放電ガスであり、Ｎｅはバッファガスである。
　誘電体保護層の形成材料には、ＡＣ型ＰＤＰの作動電圧を低減し、かつ放電空間に生成
したプラズマから誘電体層を保護するために、二次電子放出係数が高く、耐スパッタ性に
優れる酸化マグネシウムが広く利用されている。
【０００４】
　従来より、ＡＣ型ＰＤＰにおいては、発光特性の向上を目的として、誘電体保護層の放
電空間側の表面に、放電ガスにより生成する紫外光によって励起されて、波長２３０～２
５０ｎｍの間にピーク波長を有する紫外光を放出する紫外光放出層を設けて、放電ガスか
ら放出される紫外光と、紫外光放出層から放出される紫外光とにより蛍光体層の蛍光体を
励起されることにより、蛍光体層の発光効率を向上させることが検討されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、マグネシウムが加熱されて発生される蒸気が気相酸化される
ことによって生成された、ＢＥＴ法によって測定した平均粒子径が５００オングストロー
ム以上、好ましくは２０００オングストローム以上の気相法酸化マグネシウム単結晶体に
より形成された紫外光放出層を、誘電体保護層の放電空間側の表面に形成したＡＣ型ＰＤ
Ｐが開示されている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００６－５９７８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、ＡＣ型ＰＤＰなどのガス放電発光装置の誘電体保護層の上に形成する
、Ｘｅガスのガス放電により生成した紫外光により励起されると、高い効率で波長２５０
ｎｍ付近の紫外光を放出する酸化マグネシウム粉末を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者は、純度が９９．９５質量％以上で、ＢＥＴ比表面積が５～１５０ｍ2／ｇの
範囲にある高純度の酸化マグネシウム粉末又は焼成によって該酸化マグネシウム粉末を生
成するマグネシウム化合物粉末（但し、塩化マグネシウム粉末を除く）を塩素源の存在下
、もしくは塩素含有気体の雰囲気下に、８５０℃以上の温度で焼成することによって、塩
素を０．００５～１０質量％の範囲にて含有する、塩素を除いた総量中の酸化マグネシウ
ム純度が９９．８質量％以上で、かつＢＥＴ比表面積が０．１～３０ｍ2／ｇの範囲にあ
る塩素含有酸化マグネシウム粉末を製造することができ、かつ該塩素含有酸化マグネシウ
ム粉末がＸｅガスの放電ガスにより生成した紫外光に励起されると、高い効率で波長２５
０ｎｍ付近の紫外光を放出することを見出して、本発明を完成した。
【０００９】
　従って、本発明は、塩素を０．００５～１０質量％の範囲にて含有する、塩素を除いた
総量中の酸化マグネシウム純度が９９．８質量％以上で、かつＢＥＴ比表面積が０．１～
３０ｍ2／ｇの範囲にある塩素含有酸化マグネシウム粉末にある。
【００１０】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末の好ましい態様は次の通りである。
（１）塩素含有量が０．０１～１０質量％の範囲にある。
（２）酸化マグネシウム純度が９９．９質量％以上である。
（３）ＢＥＴ比表面積が０．２～１２ｍ2／ｇの範囲にある。
（４）交流型プラズマディスプレイパネルの誘電体保護層の放電空間側の表面に形成され
る紫外光放出層の製造用である。
【００１１】
　本発明はまた、酸化マグネシウム純度が９９．９５質量％以上で、ＢＥＴ比表面積が５
～１５０ｍ2／ｇの範囲にある酸化マグネシウム原料粉末、又は焼成によって該酸化マグ
ネシウム原料粉末を生成する、塩化マグネシウム粉末以外のマグネシウム化合物粉末を、
塩素源の存在下、もしくは塩素含有気体の雰囲気下に、８５０℃以上の温度で焼成するこ
とを特徴とする上記本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末の製造方法にもある。
【００１２】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末の製造方法の好ましい態様は次の通りである。
（１）酸化マグネシウム原料粉末又はマグネシウム化合物粉末を、純度が９９．０質量％
以上である塩化マグネシウム粉末の存在下にて焼成する。
（２）酸化マグネシウム原料粉末又はマグネシウム化合物粉末の焼成温度が１０００～１
５００℃の範囲にある。
（３）酸化マグネシウム原料粉末又はマグネシウム化合物粉末の焼成時間が１０分以上で
ある。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、Ｘｅガスのガス放電により生成した紫外光
により励起されると波長２５０ｎｍ付近の紫外光を高い効率で放出する。従って、本発明
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の塩素含有酸化マグネシウム粉末から製造された酸化マグネシウム膜を、ＡＣ型ＰＤＰや
蛍光体ランプなどのガス放電発光装置の放電空間内に配置することによって、放電空間内
に放出される紫外光の光量が増加し、これによりガス放電発光装置から放出される可視光
の光量が増加する。本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末から製造された酸化マグネシ
ウム膜は、ＡＣ型ＰＤＰの誘電体保護層の放電空間側の表面に形成される紫外光放出層と
して、特に有用である。また、本発明の製造方法を用いることによって、紫外光の放出効
率の高い酸化マグネシウム粉末を工業的に有利に製造することができる。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、塩素を０．００５～１０質量％の範囲にて
含む。塩素量は、０．０１質量％以上であることが好ましく、０．１質量％以上であるこ
とが特に好ましい。塩素含有酸化マグネシウム粉末に含まれる塩素を除いた酸化マグネシ
ウム純度は、９９．８質量％以上、好ましくは９９．９質量％以上である。なお、酸化マ
グネシウム純度は、塩素含有酸化マグネシウム粉末の全体量を１００としたときの塩素と
マグネシウムと酸素とを除いた不純物元素（塩素含有酸化マグネシウム粉末の全体量に対
して０．００１質量％以上含まれる）の総含有量及び塩素の含有量から、下記の式より求
めることができる。
　酸化マグネシウム純度（質量％）＝［１－不純物元素の総含有量（質量％）／｛１００
－塩素の含有量（質量％）｝］×１００
【００１５】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、ＢＥＴ比表面積が０．１～３０ｍ2／ｇの
範囲、好ましくは０．２～１２ｍ2／ｇの範囲にある。
【００１６】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、酸化マグネシウム純度が９９．９５質量％
以上で、ＢＥＴ比表面積が５～１５０ｍ2／ｇの範囲、好ましくは７～５０ｍ2／ｇの範囲
にある酸化マグネシウム原料粉末、又は焼成によって該酸化マグネシウム原料粉末を生成
するマグネシウム化合物粉末（但し、塩化マグネシウム粉末を除く）を、塩素源の存在下
、もしくは塩素含有気体の雰囲気下に、８５０℃以上の温度で焼成することにより製造す
ることができる。本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、酸化マグネシウム原料粉末
又はマグネシウム化合物粉末を塩素源の存在下で焼成する方法により製造することが好ま
しい。
【００１７】
　酸化マグネシウム原料粉末を、塩素源の存在下、もしくは塩素含有気体の雰囲気下に、
８５０℃以上の温度で焼成すると、得られる塩素含有酸化マグネシウム粉末は、酸化マグ
ネシウム原料粉末と比べてＢＥＴ比表面積が低くなる。このため、塩素含有酸化マグネシ
ウム粉末のＢＥＴ比表面積は、酸化マグネシウム原料粉末のＢＥＴ比表面積に対して、通
常は１～５０％の範囲、好ましくは２～３０％の範囲になるが、本発明では前述のように
ＢＥＴ比表面積が０．１～３０ｍ2／ｇの範囲、特に０．２～１２ｍ2／ｇの範囲にあるこ
とが好ましい。
【００１８】
　塩素含有酸化マグネシウム粉末の製造に用いる酸化マグネシウム原料粉末としては、気
相合成酸化法により製造された酸化マグネシウム粉末であることが好ましい。気相合成酸
化法とは、金属マグネシウム蒸気と酸素含有気体とを気相中にて接触させ、金属マグネシ
ウム蒸気を酸化させて酸化マグネシウム粉末を製造する方法である。
【００１９】
　本発明で用いるマグネシウム化合物粉末は、８５０℃より低い温度での焼成によって前
述のような酸化マグネシウム純度とＢＥＴ比表面積とを有する酸化マグネシウム原料粉末
を生成するものであることが好ましい。マグネシウム化合物粉末の例としては、水酸化マ
グネシウム粉末、塩基性炭酸マグネシウム粉末、硝酸マグネシウム粉末及び酢酸マグネシ
ウム粉末を挙げることができる。マグネシウム化合物粉末の製法については特に制限はな
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い。
【００２０】
　塩素源としては、塩化マグネシウム粉末及び塩化アンモニウム粉末を挙げることができ
る。塩素源は、純度が９９．０質量％以上であることが好ましい。塩素源は、焼成を行な
う前に酸化マグネシウム原料粉末又はマグネシウム化合物粉末と均一に混合しておくこと
が好ましい。
【００２１】
　塩素含有気体としては、塩化水素ガス、あるいは塩化アンモニウム粉末、塩化マグネシ
ウム粉末、もしくは塩素含有有機化合物（ＣＨＣｌ3、ＣＣｌ4等）を加熱して気化させた
ガスを挙げることができる。
【００２２】
　本発明において、酸化マグネシウム原料粉末又はマグネシウム化合物粉末を塩素源の存
在下、もしくは塩素含有気体の雰囲気下にて焼成する際の焼成温度は８５０℃以上である
。通常は、昇温速度１００～５００℃／時間の条件で、室温から８５０℃以上、好ましく
は９００～１５００℃、特に好ましくは１０００～１５００℃の温度にまで加熱し、次い
で該温度で好ましくは１０分以上、特に好ましくは２０分～１時間加熱焼成する。焼成後
は、通常は降温速度１００～５００℃／時間の条件で室温まで冷却する。
【００２３】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末には、放電特性向上のため、マグネシウム以外
の金属を添加することができる。本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末に添加する金属
としては、亜鉛、アルミニウム、ケイ素、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、チタ
ン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタル、クロム、モリブテン、
タングステン、マンガン、鉄、コバルト、スカンジウム、イットリウム、ランタン、セリ
ウム、ネオジウム、サマリウム、ユウロピウム、ガドリニウム及びジスプロシウムを挙げ
ることができる。マグネシウム以外の金属は、例えば、酸化物、炭酸塩、硝酸塩として、
本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末の製造の際に添加することができ、金属の添加量
は、塩素含有酸化マグネシウム粉末全体に対して、０．００１～１０質量％の範囲にある
ことが好ましく、０．０１～１質量％の範囲にあることが特に好ましい。
【００２４】
　本発明の塩素含有酸化マグネシウム粉末は、スプレ法や静電塗布法などの公知の方法を
用いて酸化マグネシウム膜とすることができる。
【実施例】
【００２５】
[実施例１]
（焼成物Ｎｏ．１～Ｎｏ．７の製造）
　気相合成酸化法により製造された酸化マグネシウム（ＭｇＯ）粉末（２０００Ａ、宇部
マテリアルズ（株）製、純度：９９．９８質量％、ＢＥＴ比表面積：８．７ｍ2／ｇ）と
塩化マグネシウム（ＭｇＣｌ2・６Ｈ2Ｏ）粉末（純度：９９．０質量％）とを下記表１に
示す量にて混合して、粉末混合物を得た。得られた粉末混合物を容量２５ｍＬのアルミナ
坩堝に投入し、アルミナ坩堝に蓋をして電気炉に入れ、２４０℃／時間の昇温速度で炉内
温度を１２００℃まで上昇させ、次いで該温度で３０分間加熱焼成した。その後、炉内温
度を２４０℃／時間の降温速度で室温まで冷却した。そして、電気炉からアルミナ坩堝を
取り出して、粉末混合物の焼成物Ｎｏ．１～Ｎｏ．７を得た。
【００２６】
　　　　　　　　　　　　　　　　　表１
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　酸化マグネシウム粉末量（ｇ）　塩化マグネシウム粉末量（ｇ）
────────────────────────────────────────
　焼成物Ｎｏ．１　　　５．０　　　　　　　　　　　　０
　焼成物Ｎｏ．２　　　５．０　　　　　　　　　　　　０．５０
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　焼成物Ｎｏ．３　　　５．１　　　　　　　　　　　　２．５３
　焼成物Ｎｏ．４　　　５．０　　　　　　　　　　　　５．００
　焼成物Ｎｏ．５　　　５．０　　　　　　　　　　　　７．５０
　焼成物Ｎｏ．６　　　５．０　　　　　　　　　　　　９．０
　焼成物Ｎｏ．７　　　５．０　　　　　　　　　　　１０．０
────────────────────────────────────────
【００２７】
　得られた焼成物Ｎｏ．１～Ｎｏ．７について、ＢＥＴ比表面積、塩素含有量、純度及び
紫外光発光強度を測定した。その結果を表２に示す。なお、塩素含有量及び紫外光発光強
度は以下の方法により測定した。
【００２８】
［塩素含有量］
　焼成物を水に溶解させて調製した溶液を中和し、その溶液中の塩素量をイオンクロマト
グラフィーにより測定する。
【００２９】
［紫外光発光強度］
　焼成物にＸｅガスのガス放電により生成した紫外光を照射して、焼成物から放出された
紫外光スペクトルを測定し、波長２５０ｎｍ付近（波長２３０～２６０ｎｍの範囲）の最
大ピーク値を紫外光発光強度として求める。なお、表２の値は、焼成物Ｎｏ．２の紫外光
発光強度を１００とした相対値である。
【００３０】
　　　　　　　　　　　　　　　　　　表２
────────────────────────────────────────
　　　　　　　　　　ＢＥＴ比表面積　　塩素含有量　　　純度　　　　紫外光発光強度
　　　　　　　　　　　（ｍ2／ｇ）　　　（質量％）　　（質量％）　　　（－）
────────────────────────────────────────
　焼成物Ｎｏ．１　　　２．１１　　　　検出されず　　９９．９以上　　発光せず
　焼成物Ｎｏ．２　　　１．３７　　　　０．００２５　９９．９以上　　　１００
　焼成物Ｎｏ．３　　　１．４２　　　　０．００５６　９９．９以上　　　５２７
　焼成物Ｎｏ．４　　　１．５２　　　　０．０１００　９９．９以上　　１７２２
　焼成物Ｎｏ．５　　　０．８７　　　　０．４９　　　９９．９以上　　４８６７
　焼成物Ｎｏ．６　　　０．５２　　　　７．１０　　　９９．９以上　　５１００
　焼成物Ｎｏ．７　　　０．４８　　　　８．９５　　　９９．９以上　　６０９２
────────────────────────────────────────
【００３１】
　表２に示した結果から明らかなように、塩素含有量が０．００５質量％を超える塩素含
有酸化マグネシウム粉末は、Ｘｅガスの放電ガスにより生成した紫外光に励起されると、
高い効率で波長２５０ｎｍ付近の紫外光を放出することが分かる。
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